
Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0214U003348

Державний реєстраційний номер: 0112U005322

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-01-2014

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Розроблення гетероструктур на основі AllnGaAsP з активними наношарами для
високоефективних червоних та оранжевих світлодіодів з використанням МОС-гідридної технології та
впровадження їх у виробництво

Початок етапу: 07.2012

Закінчення етапу: 12.2013

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-виробниче
підприємство "Карат"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: (032)2632228, (032)2949735



IV. Відомості про співвиконавців ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Публічне акцірнерне
товариство "Науково-виробничий концерн "Наука"

Код за ЄДРПОУ: 25594064

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон:
Внесок співвиконавця у звітний етап:

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): ДП "Державний НДЦ
"Фонон"

Код за ЄДРПОУ: 13675648

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон:
Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з
питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 2071730



VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2209070

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1400

VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розроблення гетероструктур на основі AllnGaAsP з активними наношарами для високоефективних червоних
та оранжевих світлодіодів з використанням МОС-гідридної технології та впровадження їх у виробництво

Назва роботи англійською:
Development of AlInGaAsP based heterostructures with active nanolayers for red and orange high efficient LEDs
by MOCVD technology and their manufacturing application.

Реферат українською:
Розроблено технологію виготовлення гетероструктур на основі AllnGaAsP з активними наношарами для
високоефективних червоних та оранжевих світлодіодів з використанням МОС-гідридної технології та
впроваджено їх у виробництво. Виготовлено партію гетероструктур AlInGaAsP/AlInP .

Реферат англійською:
Technology of heterostructures based on AlInGaAsP with active nanolayers for highly efficient red and orange
LEDs using MOCVD technology has been developed and introduced them into industry. Series of heterostructures
AlInGaAsP/AlInP was manufactured.5481

Індекс УДК: 621.315.592, 621.315

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Круковський Семен Іванович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Технологія виготовлення гетероструктур на основі AlInGaAsP з активними
наношарами для високоефективних червоних та оранжевих світлодіодів з використанням МОС-гідридної
технології та впровадження їх у виробництво

Назва НТП англійською: Technology for manufacturing of AlInGaAsP based heterostructures with active
nanolayers for red and orange high efficient LEDs by MOCVD technology and their manufacturing application.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: Електронне приладобування

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Розроблено промислову технологію виготовлення гетероструктур на основі AlInGaAsP з
активними наношарами для високоефективних червоних та оранжевих світлодіодів з використанням МОС-
гідридної технології та впроваджено їх у виробництво, що дозволить забезпечити електронну промисловість
України епітаксійними наногетероструктурами з високою стабільністю довжини хвилі генерації, високою
деградаційною стійкістю та високою потужністю випромінювання. .

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 2013

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: підприємства електронної галузі України

Перспективні ринки: країни південно-східного регіону

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис



X. Заключні відомості
Керівник юридичної особи  

Ваків Микола Михайлович
д. т. н.

Перелік осіб-виконавців
Іжнін О.І.

Балюк Л.М.

Готра З.Ю.

Круковський Р.С.

Круковський С.І.

Михащук Ю.С.

Мрихін І.О.

Притуляк Б.Б.

Рейкін Б.О.

Сиворотка Н.Я.

Тимчишин В.Р.

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


